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Аннотация
Предмет исследования.  Эпитаксиальные слои InAlAs и InP после диффузии Zn. Цель рабо-

ты. Разработка методики контролируемого легирования Zn эпитаксиальных слоев InAlAs и InP. 

Метод. Легирование проводилось через узкий зазор c использованием твердотельного источни-

ка Zn3P2 и установки быстрого термического отжига. Профили распределения концентрации Zn 

в InAlAs и InP по глубине определялись методом электрохимического вольт-фарадного профи-

лирования. Глубина диффузии легирующей примеси дополнительно определялась на торцевом 

сколе методом сканирующей электронной микроскопии. Основные результаты. Установлено, 

что при T = 500 °C зависимость глубины легирования Zn в слоях InP и InAlAs от времени хо-

рошо согласуется с диффузионной (корневой) зависимостью. При этом из полученных расчётов 

следует, что эффективный коэффициент диффузии в InP в 2,5 раза выше, чем в InAlAs. Макси-

мальные достигаемые концентрации электрически активной легирующей примеси в слоях InP и 

InAlAs составляют (6–7)×1017 см–3 и (3–4)×1018 см–3 соответственно. Показано, что присутствие 

тонкого (100 нм) слоя InAlAs в эпитаксиальном слое InP позволяет существенно замедлить диф-

фузию Zn. Практическая значимость. Полученные в работе результаты по диффузии Zn в InAlAs 

и InP послужат основой для разработки и изготовления прототипов планарных устройств лавин-

ных фотодиодов с пониженным значением избыточного шума и широким динамическим диапа-

зоном по чувствительности.
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